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【研究背景と目的】  

重粒子を用いたがん治療技術の高度化により、線質や線エネルギー付与の異なる粒子線の使用
が検討され、これに対応する緻密な線量評価技術の需要が高まっている[1]。既存の電離箱では弁
別できない線質の違いを含めた複雑な線量評価に対して、エネルギー弁別型の半導体検出器を用
いた線量計が提案されている[2]。我々は、放射線耐性に優れた 4H-SiC ショットキーバリアダイ
オード(Schottky Barrier Diode: SBD)を用いた線量計を提案し、線量推定や RBE 推定アルゴリズム
を提案している[3,4]。特に微細な領域において、精密に LET 分布を測定するには、検出器体積の
微細化が必要である。そこで、本研究では、ワイドバンドギャップ半導体である SiC 半導体の薄
膜化と電極構造の微細加工を行うことで、既往の検出器に対して、より高い空間分解能を備えた
線量計の実現を目指した。 

【実験手法と結果】 

本研究では、エピタキシャル層 (不純物濃度 4.9×1014 cm-3)を持つ 4H SiC 基板を、CMP プロセス
により、エピタキシャル層厚約 80 µm 、総厚み 99 µmまで薄膜化した。SiC 基板面側には Ni 電極
(オーミック接合)、エピタキシャル層側の面には厚み約 63 nm、直径 30 µm の円形 Ni 電極を形成
することで目的とする SiC SBD(Figure 1)検出器を作製した。本検出器の電流-電圧(I-V)( Figure 2)、
容量-電圧(C-V)特性は、既存の SiC-SBD 検出器に遜色ない特性を示したことから、薄膜型処理後
も堅牢な高放射線耐性型検出器としての動作が期待される。現在、α 線を含めた粒子線の応答特
性を評価しており、今後は LET の異なる粒子に対する応答特性を探求する予定である。 
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Figure 1  Cross-sectional schematic image of 
thin-film SiC- Schottky Barrier Diode(SBD). 

Figures 2  Current-Voltage Characteristic 

of the thin-film SiC SBD. 
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